             Вопросы по курсу "Конструирование микросхем"

                             2007/2008 гг.

1. Термины и определения. Преимущества микроэлектронной аппаратуры. Пути

   развития микроэлектроники.

2. Конструктивное оформление, материалы и свойства пленочных резисторов.

3. Определение геометрических размеров резисторов по мощности рассеяния.

4. Определение геометрических размеров резисторов по заданной точности.

5. Порядок расчета пленочных резисторов прямоугольной формы.

6. Выбор материалов для изготовления пленочных резисторов.

7. Особенности расчета геометрических размеров пленочных  резисторов  формы

   меандр без учета неравномерности поля электрического тока.

8. Особенности расчета геометрических  размеров пленочных резисторов  формы

   меандр с учетом неравномерности поля электрического тока.

9. Порядок расчета пленочных резисторов формы меандр.

10. Особенности  расчета  геометрических  размеров пленочных подстраиваемых

    резисторов.

11. Порядок расчета пленочных подстраиваемых резисторов.

12. Частотные характеристики пленочных резисторов.

13. Конструктивное оформление,  материалы и свойства тонкопленочных конден-

    саторов.

14. Определение геометрических размеров пленочных конденсаторов по точности

    и электрической прочности.

15. Порядок расчета геометрических размеров тонкопленочных конденсаторов.

16. Конструктивное оформление и способы  подгонки подстраиваемых  пленочных

    конденсаторов.

17. Порядок расчета геометрических размеров подстраиваемых  пленочных  кон-

    денсаторов.

18. RC-цепи с распределенными параметрами.  Конструктивное оформление,  основные свойства и особенности расчета.

19. Плоские индуктивности. Материалы, свойства и основные расчетные соотношения.

20. Пленочные контактные переходы. Конструктивное оформление, характеристики и основные расчетные соотношения.

21. Навесные элементы ГИС.

22. Характеристика основных этапов проектирования топологии.

23. Анализ возможности размещения элементов принципиальной схемы  на  плоскости подложки.

24. Требования к корпусам микросхем. Основные типы корпусов.

25. Металло-стеклянные   и   металло-керамические  корпуса.  Конструктивное

    оформление, материалы и свойства.

26. Металло-пластмассовые корпуса.  Конструктивное оформление,  материалы и  свойства.

27. Конструктивно-технологические  особенности планарных интегральных транзисторов.

28. Практические особенности и характеристики первой стадии диффузии.

29. Практические особенности и характеристики второй стадии диффузии.

30. Распределение примесей в планарных интегральных транзисторах.

31. Электрическое поле в базе планарных транзисторов.

32. Ширина р-n перехода.

33. Статические характеристики планарных транзисторов.

34. Особенности работы транзисторов при больших токах коллектора.

35. Малосигнальные параметры транзисторов.

36. Основные частотные зависимости и граничные частоты.

37. Влияние емкости  коллекторного  перехода  на  частотные  характеристики

    транзисторов.

38. Зависимость предельной частоты от величины коллекторного тока.

39. Пробой коллекторного перехода в планарных транзисторах.  Механизмы пробоя ,критерий пробоя.

40. Повышение пробивного напряжение методом охранного кольца.

41. Повышение пробивного напряжения методом кольцевых делителей напряжения.

42. Повышение пробивного напряжения методом расширенного базового контакта.

44. Конструктивное оформление планарных интегральных транзисторов.

45. Порядок расчета геометрических размеров планарных интегральных транзисторов.

46. Конструктивно-технологические особенности и сравнительные характеристики основных типов полупроводниковых конденсаторов.

47. Емкость обратно-смещенного р-n перехода.

48. Температурные и частотные свойства полупроводниковых конденсаторов.

49. Порядок расчета геометрических размеров полупроводниковых конденсаторов

50. Конструктивное оформление,материалы и свойства диффузионных резисторов.

51. Номинальное сопротивление диффузионного резистора.

52. Порядок расчета геометрических размеров диффузионных резисторов.

53. Конструкция и принципы работы основных типов полевых транзисторов.

54. Основные состояния МДП-структур.

55. Вольт-фарадные характеристики МОП-конденсаторов.

56. Пороговые напряжения в МОП-структурах.

57. Уравнения канального тока МОП-транзистора.
58.  Статическая модель МОП-транзисторов.

59. Малосигнальные параметры МОП-транзисторов.

60. Емкости в структуре МОП-транзисторов.
